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BD171 - BD172 - BD 173

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Silicon NPN Power Transistors

Anwendungen: Audio-Verstérker, -Treiber und -Endstufen
Applications: Audio amplifier, driver and output stages

Besondere Merkmale:
@ Hohe Sperrspannung
® Verlustleistung 20 W

Features:

@ High reverse voltage

@ Power dissipation 20 W

Vorlaufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm

Dimensions in mm
* T T
28 ; ; i 05
= rl': Eo T 125
f }

Zubehor
Accessories

Isolierscheibe
Isolating washer

Best. Nr. 119880

Zahnscheibe

Lock washer Best. Nr. 119881

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Collector-base voltage

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Collector-emitter voltage

Emitter-Basis-Sperrspannung
Emitter-base voltage

Kollektorstrom
Collector current

Kollektorspitzenstrom
Collector peak current

B 2/V.2.417/0475A1

Ucso
Uceo

Uego

Iem

Kollektor mit metallischer
Montageflache verbunden

BD171 BD172 BD173

100

Collector connected with
metallic surface

Normgehéuse
Case

12 A 3DIN 41869
JEDEC TO 126 (SOT 32)
Gewicht - Weight
max. 0,8¢g

130

120

500

170

160

mA

25



BD 171 - BD172 - BD 173

Basisstrom
Base current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
feage < 26°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Anzugsdrehmoment
Tightening torque
* 741574 TR
Rot
20
w
N
16
\
12
N
8
\
4 \
N
(] 40 80 120 °C
lcase —
Wirmewiderstand
Thermal resistance

26

Sperrschicht-Gehause
Junction case

1) mit M 3-Schraube und Zahnscheibe
with screw M3 and lock washer

Ig 250 mA
Piot 20 w
tj 150 °C
Istg -65..+150 °C
MpY 70 Ncm
? 741576 Tik
e
1
A
0,5
lcase =25 °C
0.1 x
80 171 (]
0,05 B0, 172
BD 173 \f‘
N
0,01
0,005
10 100 V
U —»
CE
Min. Typ. Max.
Rinic 6,25 °C/W

Best. Nr. 119881



BD171 - BD172 - BD 173

KenngréBen
Characteristics

lamb = 25°C

Kollektorreststrom
Collector cut-off current

Ugg = 100V BD 171
Ugg = 130V BD 172
Ugg = 170V BD 173

Emitterreststrom
Emitter cut-off current
Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage

Ic = 150mA, Ig = 15mA
Basis-Emitter-Spannung
Base-emitter voltage

UCE =10 V, [C = 150 mA
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
DC forward current transfer ratio

Ucg = 10V, Ic = 50mA

UCE = 10V, IC = 150 mA
Transitfrequenz
Gain bandwidth product

Uce = 10V, Ic = 50mA, = 1MHz

f | rar875 ™
UBEsat
YCEsat|— e}
v I
i
0,8
uBEn » / ’
——
0,6
]/
/
0,4 /I
y
UcEeat > 7
0,21 =
(0]
10 50 100 500mA
lc —

I
1) £ =002, 1, = 03ms

Min. Typ. Max.

ICBO 0,1 mA
IcBo 01 mA
Ucesat?) 15 v
Ugg?) 1,2 \
heg 40 60
hFE 40
* 741877 ™
"re
Ugg =10 V
case = 25 °C
100
50 -
10
5
1 10 100 mA
Ic —

27



<@> BD 695 - BD 697 - BD 699 - BD 701

Silizium-NPN-Darlington-Leistungstransistoren

Sjlicon NPN Darlington Power Transistors

Anwendungen: NF-Endstufen
Applications: AF-output stages

Besondere Merkmale: Features:
@ Sehr hohe Stromverstérkung @ Very high current transfer ratio
® Verlustleistung 70 W @ Power dissipation 70 W
® BD 695, BD 697, BD 699, BD 701 sind komple- ® BD695,BD697,BD699,BD701are comple-
mentar zu BD 696, BD 698, BD 700, BD 702 mentary to BD 696, BD 698,BD700,BD702

Vorlaufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

.
+

A
37 1
il I ‘E‘L‘mz

B67

=10 kQ =1500 | g

Kollektor mit metallischer
Montagefléache verbunden
Collector connected with
metallic surface

Zubehor
Accessories
. . Kunststoffgehause
Isolierscheibe
: Best. Nr. 513241 Plastic case
Isolating washe
9 " ~TOP 66
Isolierbuchse Gewicht - Weight
Isolating bush Best. Nr. 513242 max. 2,59
Absolute Grenzdaten BD 695 BD697 BD699 BD701
Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung UcBo 45 60 80 100 \
Collector-base voltage
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 45 60 80 100 \
Collector-emitter voltage
Emitter-Basis-Sperrspannung Ueso 5 \'
Emitter-base voltage
B 2/V.2.434/0475A 1 93



BD 695 - BD 697 - BD 699 - BD 701

80

40

20

tot

Kollektorstrom
Collector current

Basisstrom
Base current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
lcase S 25°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

7212337

P> -

P

/'

Wirmewiderstéande
Thermal resistances

94

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

Sperrschicht-Gehiuse
Junction case

0 50 100 150 °C
lcase —™

Ic 8 A
IB 100 mA
Piot 70 w
] 150 °C
Istg —66..+150 °C
? 731234 T
AN
Ic AN
AN
1
A tease = 28 °C 1
AW T
0.5 0
\
0,1
BD 695
0,05 20 699 I
8D 701 ~ N
N N
0,01
1 5 10 50V
Uce—
Min. Typ. Max.
Ripga 80 °C/W
Rinic 1,79 °C/W




BD 695 - BD 697 - BD 699 - BD 701

KenngréBen
Characteristics

lamb = 25°C, falls nicht anders angegeben

unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current

UCB = 45V
UCB = 60V
UCB = 80V
Ucpg = 100V
famp = 100°C, UCB = 45V
UCB = 60V
Usg = 80V
Ugp = 100V
UCE = 20V
UCE = 30V
Ugg = 40V
Ugg = S0V

Emitterreststrom
Emitter cut-off current

BD 695
BD 697
BD 699
BD 701

BD 695
BD 697
BD 699
BD 701

BD 695
BD 697
BD 699
BD 701

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Collector-emitter breakdown voltage
I = 100mA '

Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage
Ic =3A, Ig = 12mA

Basis-Emitterspannung
Base-emitter voltage
Ucg =8V, Ig = 3A

BD 695
BD 697
BD 699
BD 701

Kollektor-Basis-Gleichstromverhiitnis

DC forward current transfer ratio
UCE =3V, IC =3A

Kleinsignal-Stromverstarkung
Small-signal current gain
UCE = 3V, IC = 3A, f= 1 MHz

L
1) —; =002, 4, = 03ms

Min.

Iceo
IcBo
IcBo
IcBO

Icso
IcBo
IcBoO
IcBo

Iceo
Iceo
Iceo
Iceo

’ego

UsRrceo? 45
Usriceo? 60
Usriceo? 80
UgRr)ceo? 100

Ucksat

Uge"

hegt) 750
hie 1

Typ. Max.

02
0,2

2,5

25

mA
mA
mA
mA

mA
mA
mA
mA

mA
mA
mA
mA

mA

<< <<
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<@> BD 696 - BD 698 - BD 700 - BD 702

Silizium-PNP-Darlington-Leistungstransistoren
Silicon PNP Darlington Power Transistors

Anwendungen: NF-Endstufen
Applications: AF-output stages

Besondere Merkmale: Features:
@ Sehr hohe Stromverstérkung ® Very high current transfer ratio
@ Verlustleistung 70 W ® Power dissipation 70 W
® BD 696, BD 698, BD 700, BD 702 sind komple- ® BD696,BD698,BD700,BD702are comple-
mentér zu BD 695, BD 697, BD 699, BD 701 mentaryto BD695,BD697,BD 699,BD701

Vorldufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

¥ Y T
3'7 I ]
; L-,.-%..-,J :E::igm
os) ¥
267
131 -
Kollektor mit metallischer
e 53— : Montageflache verbunden
Collector connected with
Zubehér metallic surface
Accessories
; ; Kunststoffgehause
Isolierscheibe
. Best. Nr. 513241 Plastic case
Isolatin hy
ing washer ~ TOP 66
Isolierbuchse Gewicht - Weight
Isolating bush Best. Nr. 513242 max. 2,59
Absolute Grenzdaten BD 696 BD698 BD700 BD702
Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung -Ucgo 45 60 80 100 \"
Collector-base voltage
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -Uceo 45 60 80 100 \
Collector-emitter voltage
Emitter-Basis-Sperrspannung -Uego 5 v

Emitter-base voltage

B 2/V.2.435/0475A1 97



BD 696 - BD 698 - BD 700 - BD 702

Kollektorstrom
Collector current

Basisstrom
Base-current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
tease < 25°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

7212331

tot

80

60

/'

40

\

A

o] 50 100

Wirmewiderstédnde
Thermal resistances

98

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

Sperrschicht-Gehause
Junction case

150 °C
lcase —™

-1 c 8 A
Ii B 100 mA
Piot 70 w
t j 150 °C
tstg —55..+150 °C

? 7312385 T
-l \
[of AN
‘\\
1
A Icase = 25 °C 1
0,5 v
\
\\
01
BD 696
BD 898
0’05 8D 670 N N
8o 702 _ [N
\\
0,01
1 5 10 50 vV
U
Min. Typ. Max.
Rinia 80 °C/W
Rinac 1,79 °C/W



BD 696 - BD 698 - BD 700 - BD 702

KenngréBen
Characteristics

famb = 25°C, falls nicht anders angegeben

unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current

- UCB = 45V
- UCB = 60V
- UCB = 80V
- UCB =100V
lamb = 100°C, - UCB = 45V
- UCB = 60V
-Ucg = 80V
-Ucg = 100V
- UCE = 20V
- UCE = 30V
-~Ucg = 40V
-Ugg = 50V
Emitterreststrom
Emitter cut-off current

BD 696
BD 698
BD 700
BD 702

BD 696
BD 698
BD 700
BD 702

BD 696
BD 698
BD 700
BD 702

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Collector-emitter breakdown voltage
-Ig = 100mA '

Kollektor-Séttigungsspannung
Collector saturation voltage
-Ig =3A -Ig=12mA

Basis-Emitterspannung
Base-emitter voltage
—Ugg =3V, -Ic =3A

BD 696
BD 698
BD 700
BD 702

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaitnis

DC forward current transfer ratio
-Ugg = 3V, -l =3A

Kleinsignal-Stromverstarkung
Small-signal current gain

=Ucg =3V, =-Ig = 3A, f=1MHz

I
1) %’ =002 1, = 03ms

-IcBo
-IcBo
-IcBo
-IcBo
—IcBo
~IcBo
-IcBo
-Icgo
-Iceo
~Igceo
~Iceo
-Iceo

~Iego

- UgRriceo?
-UgRr)ceo?
~-UsRriceo?)
- UsRriceo"

= Ucksat

- UBE 1)

hre?)

hfe

45
60
80
100

750

Typ.  Max.

0,5
05

2,5

25

mA
mA
mA
mA

mA
mA
mA
mA

mA
mA
mA
mA

mA

<< <<
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BDY 34

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Leistungstransistor fiir NF-Endstufen,
Leistungsverstirker, Hochstromschalter und Relaistreiber.

Silicon NPN epitaxial planar transistor for AF power stages, power
amplifier stages and relaise-driver stages.

Abmessungen - Dimensions

MaBe in mm
N
16 —— C
1§ 23
| —— a8 E
z &;135
Kollektor mit metallischer Montageflache verbunden
Collector is connected to metallic surface
Kunststoffgehause
. . SOT 32
Zubehor siehe Seite 33 JEDEC TO 126
Accessories see page 33 Gewicht - Weight
max. 0,8 g
Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung Uceo 45 \
—-Lollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 40 \
Emitter-Basis-Sperrspannung Ueso 5,5 v
Kollektorstrom Ic 3 A
Gesamtverlustleistung Piot 21 w
Uce £ 8V, tcase = 45°C
Sperrschichttemperatur ti 150 °C
Lagerungstemperatur tstg -55..+ 150 °C
Anzugsdrehmoment Ma 0,7 Nm
(7 cmkp)

B 2.2.0673

39



BDY 34

Warmewiderstand - Thermal resistance

Sperrschicht-Gehause RthJc £50 °C/W
T - 73150 ™ T 73181 TH]
Piot Ic
ucgdav
20
w Erlaubter Arbett
Renic 1 X
ov mA ‘\‘
] 5 \ 7
10V o A
| teage = 45°C
1 | \
1 zolv \
[ {zov \ 1
40V
50
0 50 100°C v 5 10 50V
tcase ™ Uce

Statische KenngréBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur tamp = 25° C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom Min. Typ. Max.
Ucs = 40V Icso*) 100 nA
Ucs = 40V, tamp = 150°C Iceo™™) 50 pA

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung UBRriceo®) 45 \"
Ic = 0,1 mA “_

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Usriceo’) 2) 40 v
IC =3A

Emitter-Basis-Durchbruchspannung Uirieso*) 5,5 \
le=1uA

Kollektor-Séattigungsspannung UcEsat™) 1) 09 V
lc=2AI8=02A"

Basis-Sattigungsspannung UsEsat*) 1) 13V

lc=2A18=02A
*) AQL = 0,65% **) AQL'=25% 1) impulsmaBig gemessen: t{? =001,tp =01ms

AEG-TELEFUNKEN
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BDY 34

Min. Typ. Max.
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

Ue=2V,Ic=02A hre1*)1) 30 300
Uce=2V,lc=2A hre2*)t) 30 300
hre
hre-Verhaltnis h—1 0,5
FE2
Dynamische KenngréBen - AC characteristics
Umgebungstemperatur tamp = 25° C Min. Typ. Max.
Transit-Frequenz fr 80 MHz
~ Uce =10V, Ic = 200 mA, f = 20 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat CcBo 70 pF

Ucs = 10V, [ = O mA, f = 1 MHz

Schaltzeiten - Switching times
Umgebungstemperatur tamp = 25° C
Min. Typ. Max.

Einschaltzeit ton2) 0,5 us
lc = 1A, Ig1 = 50 mA

Ausschaltzeit toff2) 1 us
lc = 1A, Ig1 = —Ig2 = 50 mA

-10V + 20V
RG= 500N Anzeigegerat:
ty =t,<15ns RL:iOOkn
t t, S15ns
+ =002 +16V | ’
tp =10ps
0 —1 L
MeBschaltung flir:
73485 Tfk

toft,ton

*) AQL = 0,65% '
!) impulsmaig gemessen: £ = 0,01,tp = 0,1 ms
2) siehe MeBschaltung

AEG-TELEFUNKEN
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BDY 34

T 52 T
hee
10
tease®25°C
80
N
4
[
4
/
/
0,01 o1 1A
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UcEsat
v
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i
08} 1 —
hFE.n Ty
tcase =25C
a2 4
o
0001 001  Of 1A
'c —
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